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Переход к субмикронным размерам элементов ИС не возможен без 
применения новых материалов подзатворного диэлектрика. Результаты 
исследований показывают, что тонкий слой ВіОг не может эффективно 
препятствовать токам утечки. Новые материалы должны обладать высо­
кой диэлектрической проницаемостью (high-k) чтобы при размерах, соиз­
меримых с размерами SiOi не допускать утечек. Выбор high-k материала 
для подзатворного диэлектрика осуществляется исходя из значения ши­
рины запрещенной зоны, величины диэлектрической проницаемости А и 
других параметров [1]. Проведенный анализ и компьютерное моделиро­
вание показали, что такие материалы, как НЮ2, Ьа^Оз, ТззОз, 2 Юг могут 
быть использованы в качестве материала подзатворного диэлектрика

Исследования показали, что применение high-k подзатворного диэлек­
трика, полученного CVD методом, приводит к значительному ухудшению 
парамез'ров транзистора. Это связано с неоднородностью полученных 
пленок high-k материала. Для решения данной проблемы предложен ме­
тод послойного атомного осаждения (ALD). Показано, что захват уровня 
Ферми в high-K/poly-Si транзисторах приводит к высоким пороговым на­
пряжениям. А ухудшение подвижности носителей в канале вследствие 
поверхностного фононного рассеяния приводит к уменьшению скорости 
переключения транзисторов [2]. В результате проведенного моделирова­
ния сделан вывод о необходимости применения металлического затвора 
либо промежуточного слоя нитрида титана TiN для решения указанных 
проблем.
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